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Название топологии интегральной микросхемы:
Монолитная интегральная схема SiGe BiCMOS управляемого цифрового аттенюатора диапазона
частот 0,1-4,5 ГГц

Реферат:
ИМС представляет собой SiGe монолитную интегральную схему, выполненную на основе 0,25
мкм SiGe BiCMOS технологии. Функционально ИМС является пятиразрядным цифровым
аттенюатором с полосой рабочих частот 0,1-4,5 ГГц. Интегральный аттенюатор содержит пять
секций ослабления 1 дБ, 2 дБ, 4 дБ, 8 дБ, 16 дБ и цепи компенсации фазовой конверсии. ИМС
предназначена для использования в составе приемопередающихСВЧмодулей. Размерыкристалла
1,4x0,6 мм2.
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